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Концентрация урана в образце зависит от степени легирования последнего, 
однако она не может превышать некую предельную величину. Предельная кон-
центрация примесных ионов урана в кристаллах LiF была оценена эксперимен-
тально с использованием метода резерфордовского обратного рассеяния. 
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TiO2-NT nanotubular arrays were synthesized on surfaces of titanium foil via electro-
chemical oxidation. It was shown that the resulting layer 500 nm thick contained nanotubes 
with average diameters of 60 nm. The volt–ampere characteristics of the fabricated Ti/TiO2-
NT/Au sandwich structure were investigated in full cycles of resistive switching, and in 
simulations of multiple data readings. Resistance in the low- (RLRS ≈ 3 Ohm) and high- 
(RHRS ≈ 180 Ohm) resistance states was determined. 
 
В последнее время большое внимание уделяется изучению мемристивного 
поведения в тонких слоях диоксида титана (5–200 нм) в связи с перспективой 
его применением в энергонезависимой памяти. Мемристивный эффект также 
проявляется и в упорядоченных массивах нанотрубок диоксида титана, которые 
получаются путем электрохимического окисления титана при различных усло-
виях. В связи с этим, целью данной работы является изучение параметров 
мемристивного поведения в сэндвич структурах Ti/TiO2/Au на основе наноубу-
лярного слоя диоксида титана. 
Процесс анодного окисления титана проводился в электрохимической ячей-
ке с термостатированием при температуре 20 С. Оксидный слой формировался 
на титановой фольге марки ВТ1-0 толщиной 150 мкм в импульсном режиме. На 
анод подавалось напряжение в виде меандра амплитудой 120 В с периодом 10 с 
от источника питания АКИП-1125. Время анодирования составляло 270 мин. В 
качестве электролита использовался раствор этиленгликоля с добавлением соли 
NH4F с концентрацией 1 мас. %. С использованием установки вакуумного 
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напыления Q150T ES (Quorum Technologies Ltd, UK) на поверхности анодиро-
ванного титана были сформированы золотые контакты диаметром 5,5 мм и 
толщиной 50 нм. Измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ) для синте-
зированной структуры проведены с использованием источника питания PXI-
4130 (National Instruments, USA). 
 
 
Рис. 1. ВАХ нескольких полных циклов резистивного переключения Ti/TiO2-
NT/Au структуры. Стрелками указан ход записи. 
 
Выполнен синтез нанотубулярных массивов TiO2 на поверхности титановой 
фольги методом электрохимического окисления. Показано, что полученный 
слой толщиной  500 нм состоит из нанотрубок диаметром  60 нм. Исследова-
ны ВАХ сформированной сэндвич-структуры Ti/TiO2/Au в полных циклах рези-
стивного переключения (см. рис. 1) и в процессах, симулирующих многократ-
ное считывание информации. Определены значения сопротивлений в низко- 
(RLRS  3 Ом) и высокоомном (RHRS  180 Ом) состояниях. Высокое соотноше-
ние RHRS/RLRS  58 может повысить устойчивость к электромагнитным помехам 
при функционировании перспективных мемристорных устройств на основе 
массивов нанотрубок диоксида титана. 
 
 
 
  
